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EMENTA DA DISCIPLINA

Teoria eletronica da condutividade. Semicondutores. Classificacdo dos materiais de acordo com
sua condutividade. Condutividade intrinseca e extrinseca. Teoria de bandas de semicondutores.
Estatistica de elétrons e buracos em semicondutores. Fenémenos cinéticos em semicondutores.
Teoria do espalhamento dos portadores de carga. Recombinagdo dos portadores de carga.
Fendmenos de contato em semicondutores. Fendmenos opticos e fotoelétricos em semicondutores.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Descrever o comportamento dos portadores em materiais semicondutores e 0 mecanismo da
utilizacdo de dispositivos.

DESCRICAO DO PROGRAMA

01. TEORIA ELETRONICA DA CONDUTIVIDADE:

1.1. Classificacdo das substancias de acordo com a condutancia

1.2. Representa¢Bes do mecanismo de condutancia dos semicondutores
1.3. Condugéo de um semicondutor.

1.4. Condutividade intrinseca e extrinseca

02. TEORIA DE BANDAS DE SEMICONDUTORES:

2.1. Aproximacao adiabatica e aproximacéo de valéncia
2.2. Aproximacdo monoeletronica




2.3. Aproximacdo de elétrons fortemente ligados

2.4. Zona de Brillouin

2.5. Movimento dos elétrons em um cristal devido a um campo elétrico externo.
2.6. Massa efetiva dos portadores de carga.

2.7. Estrutura de faixas de energias de alguns semicondutores

03. ESTATISTICA DE ELETRONS E BURACOS EM SEMICONDUTORES:

3.1 Densidade de estado quanticos

3.2. Funcgdo distribuigcéo de Fermi-Dirac

3.3. Concentracao de elétrons e buracos

3.4. Semicondutor extrinseco

3.5. Semicondutor intrinseco

3.6.Relacéo de nivel de Fermi com a temperatura e com a concentracdo de impurezas
3.7.Bandas de impurezas

04. FENONEMOS CINETICOS EM SEMICONDUTORES:

4.1. Eletrocondutividade dos semicondutores

4.2. Mobilidade dos portadores de carga em fungdo da temperatura
4.3. Efeito Hall

4.4. Fendnemos termoelétricos

4.5. Fenbnemos de transporte em campos elétricos intensos

05.TEORIA DO ESPALHAMENTO DOS PORTADORES DE CARGA:

5.1. Teoria de Drude
5.2. Probabilidade de espalhamento

06.RECOMBINACAO DOS PORTADORES DE CARGA:

6.1. Portadores de carga em equilibrio e em desequilibrio.
6.2. Geracdo de portadores de carga
6.3. Tipos de recombinacéo

07.FENONEMOS DE CONTATO EM SEMICONDUTORES:

7.1. Semicondutores em um campo elétrico externo
7.2. Contato metal-metal

7.3. Contato metal-semicondutores

7.4. Teoria de retificacdo de diodo

7.5. Teoria de retificacdo de difusdo

7.6. Contato de semicondutores do tipo n e do tipo p

08. FENONEMO OPTICOS E FOTOELETRICOS EM SEMICONDUTORES:

8.1. Absorcéo oOptica

8.2. Luminescéncia de semicondutores
8.3. Efeito fotoelétrico interno

8.4. Fotocondutividade

8.5. Efeito fotomagnetoelétrico
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